
 › 汽车
    LED照明
    发动机控制单元
 › 通信基础设施
 › 服务器电源

应用

 › VR为120 V、150 V、200 V；IF为1、2、3 A

 › 低正向电压和低Qrr

 › 小于1nA的极低泄漏电流
 › 高达175 °C Tj的热稳定性
 › 快速平滑切换
 › 低寄生电容和电感
 › 符合AEC-Q101标准
 › 节省空间且坚固耐用的CFP封装

产品特性

更低的封装电阻 
提升了电气性能

与采用市场 
标准CFP封装的 
肖特基和快速恢复整流器轻松更换引脚

实心铜夹片提高了 
热性能，降低了功耗

降低了封装电感，减少了电路中的
寄生现象，提升开关性能

高级夹片粘合 
FlatPower (CFP)封装

Nexperia的SiGe整流器兼具肖特基整流器的高效率与快速恢复二极管的热稳定性。
这款整流器符合AEC-Q101标准，以汽车、服务器市场和通信基础设施为目标市
场，尤其适合高温应用。这些极低泄漏器件提供扩展的安全工作区域，在不超过
175 °C的条件下不会发生热失控。与此同时较小的占位面积为优化设计提供大量空
间，从而实现更高效率。

汽车

硅锗(SiGe)整流器
一流的高效率、热稳定性， 
能够节省空间



   在高温条件下安全工作
    在最大反向电压时稳定工作

扩展的安全工作区域

    与肖特基整流器相比，反向电流
(IR)降低 

    与快速恢复整流器相比，正向电
压(VF)降低，减少了功率耗损

出色的效率
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夹片粘合封装中的SiGe整流器
符合汽车标准
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封装

CFP5 
(SOD128)

CFP3 
(SOD123W)

尺寸(mm) 3.8 x 2.5 x 1.0 2.6 x 1.7 x 1.0

1 cm2时的Ptot (mW) 1200 1150

120

1

840 0.03

bra036

PMEG120G10ELR

2 PMEG120G20ELP PMEG120G20ELR

3 PMEG120G30ELP

150

1

850 0.03

PMEG150G10ELR

2 PMEG150G20ELP PMEG150G20ELR

3 PMEG150G30ELP

200

1

880 0.03

PMEG200G10ELR

2 PMEG200G20ELP PMEG200G20ELR

3 PMEG200G30ELP

SiGe整流器的优点
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